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n-MOS

e n—gerdar MOS smari er myndadur 4 p—Ileidandi undirlag

e Lind- og svelgsvedin eru myndud med pvi ad breyta leidnigerd

grunnra svaeda vid yfirbordid i n—Ileidni

e Punn og pykk kisiloxidlog a yfirbordinu mynda gattaroxi0 smarans og
einagra eitt tol fra 60ru

e Punn hud ur fjolkristolludum kisli myndar gatt smarans
e Al er notad sem snerta vid lind og svelg

e Tengi milli t6la eru gerd med 16gum ur fjolkristolludum kisli og malmi
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e Grunngerd n—rasar svidssmara n—MOS
(e. metal-oxide-semiconductor)(NMOS), 160rétt pversnid smarans

e Samsett mynd af peim grimum sem eru notadar vi0 framleidslu

K smarans /
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o I tviskeyttum smdra skiptast 4 n— og p—leidandi 16g myndud
valkvemt 1 p—leidandi undirlag

e Kisiloxid er notad sem einangrari og 4l i snertur vid eimi, beini og

\ gleypi
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Framleidsla smarasa

e Slik mannvirki eru byggd med fjolda endurtekinna framleidsluferla:
— oxun (e. oxidation)
— photolithography
— ting (e. etching)
— sveim (e. diffusion)
— evaporation og sp&tun (e. sputtering)
— efnautfellingu ur gasfasa (e. chemical vapor deposition (CVD))
— j6naigredslu (e ion implantation)

— lagvexti (e. epitaxy)

N /
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e Kisiloxi0 ma mynda med pvi ad hita kisilskifu { surefnisumhverfi upp i
hatt hitastig (1000 — 1200 °C). Petta ferli er nefnt oxun

e Malmi ma huda med uppgufun, p.e. hita malm upp fyrir bredslumark
sitt 1 loffteemi

e DPunnar kisinnitrid- og kisiloxidhudir sem og hudir ur fjolkristolludum
kisli ma mynda med pvi ad fella ut (e. deposit) efni ur gasblondu 4
skifuna (CVD)

e Malmum og einangrurum m4 huda med spatun

e Grunn n— eda p—leidandi 16g eru myndud med hahitasveimi (1000 —
1200 °C) rafgjafa- eda rafpegaibdtar eda med jonaigradslu (e. ion

K implantation) /
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Framleidsla smarasa

e I jonaigraedslu er skotid 4 skifuna hdorku jafgjafa- eda rafpegajénum
med haspennu agnahradli

e Til a0 byggja tol og rasir verdur ad mynda n— og p—svadi valkvemt 1
yfirbord skifunnar

e Kisiloxid, kisilnitrid, fjolkristalladan kisil, sem og 6nnur efni ma nota
til ad skyla svedum 4 yfirbordi skifunnar vid ibot med sveimi eda
jonaigraedslu

e Gluggar eru myndadir i skuggaefnid med @tingu med syrum eda rafgasi

e Gluggamynstrid er flutt & yfirbord skifunnar fra grimum med lj6staekni

N /
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e Grimurnar eru einnig framleiddar med lj6smyndataekni

e Photolithography innifelur framleidslu grima og flutning 4 mynstri yfir
a yfirbord skifu

e Photolithography gegnir lykilhlutverki vid framleidslu smarasa og
fjoldi grima er gjarnan notadur sem malikvardi a hve flokio

\ framleidsluferlid er /
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n-MOS ferli

e Upphaflega er rektadur 4 skifuna punnur oxid-pudi ur kisiloxioi til
verndar yfirbordi skifunnar

e DPvinest er rektud kisilnitrid hud med efnautfellingu vid ldgan prysting
(e. Low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD))

e Grima # 1 skilgreinir sve0id par sem smarinn er byggdur
e Nitrid/oxi0 samlokan er @tt 1 burtu nema par sem byggja 4 smarann

e DPa er bor skotid inn med jonahradli og oxun er framkvaemd. Nitrid er
grima fyrir hvorutveggja borigredluna og oxunina

e Dbegar nitridi0 og oxid-pudinn hafa verid fjarlegd er rektad nytt

oxidlag, sem verdQur gattaroxid smarans

/
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n-MOS ferli

e Eftir ad gattaroxidid er komid er gjarnan fylgt eftir med borigradslu til
a0 stilla af proskuldsspennuna

e Dessu nast er fjolkristalladur kisill lagOur yfir alla skifuna med
efnagufuagraedslu

e Onnur griman skilgreinir gittarsvadi smdrans og fjolkristalladi
kisillinn er @ttur 1 burtu alls stadar nema yfir gattarsvedinu og par sem
eiga a0 koma millitengi

e Dessu n@st eru lindar- og svelgsvadin igredd 1 gegnum punna
oxidlagid

e Pa ma stilla af dyptina 4 lindar- og svelgsvedunum med hahita sveimi

N /
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n-MOS ferli

e DPa er aftur reektad oxi0 lag og snertur skilgreindar med pridju grimunni
e Malmi er pa hudad yfir yfirbord skifunnar med uppgufun eda spatun

e Fjorda griman skilgreinir hvernig millitengin eru &tt i malminn

e Passivation lag af phosphosilicate gleri er pa lagt yfir alla skifuna

e Fimmta griman skilgreinir svo glugga par sem tengivirar na til

flogunnar

e Deir tengja smarann vid tengiflot

12



n-MOS ferli
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n-MOS ferli
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n-MOS ferli

e Detta einfalda ferli parf 5 grimur

e Ferlid er fradrattarferli (e. subtractive process)

fjarlegt med votri efnaetingu eda rafgasatingu

e Allt yfirbord skifunnar er pakid med tilteknu efni og mest af efninu er

/
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 CMOS ferli

Til a0 mynda CMOS parf ad bata vid grimu sem skilgreinir p—brunn

sem verdur undirlag n—rasar tols

AQ auki par sidan grimu til ad skilgreina lindar- of svelgsvadi p—rasar

smarans

AQ auki kann a0 vera porf 4 grimum pegar proskuldsspenna smaranna

er stillt af

Stundum er gerdur n—brunnur i stad p—brunns

/
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 CMOS ferli
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G viskeyttur smari

Floknara er ad framleida tviskeyttan smara en einrasar MOS smara
Fyrst er skifa ur p—leidandi kisli oxud

Fyrsta griman er notud til ad skilgreina sveimsvadi sem nefna ma
grafio lag (e. buried layer) eda undirgleypi (e. subcollector)

Med pessu sveimferli er viOnam gleypis tviskeytta smarans lekkad

Pessu na&st er rektadur 4 alla skifuna, med lagvexti, n—leidandi
einkristallur. Med lagvexti er rektad hagaeda kisillag sem hefur somu
kristallagerd og undirlagid

P4 er yfirbor0id oxad

Grima #£ 2 skilgreinir glugga fyrir p-sveim, sem einangrar einn
tviskeyttan smara fra 60rum

/
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G viskeyttur smari

P4 er yfirbordi0d oxad aftur

Pridja griman opnar glugga i oxidlagio til a0 mynda p-leidandi beini
med sveimi

Gjarnan er yfirbordid oxad jafnframt sveiminu

Grima fjogur er pa notud til ad skilgreina glugga til a0 mynda megi
eimi meQd sveimi

Med sama sveimferli er myndad n™ svadi { gleypi pannig ad mynda
megi g6d ohmsk skeyti pegar malmur er tengdur halfleidaranum

Grimur 5, 6 og 7 eru notadar til ad skilgreina malmlagid og opna
glugga fyrir passivation lag

Grunnferlid til a0 mynda tviskeyttann smara parf pvi 7 grimur

\

/
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G viskeyttur smari
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Tviskeyttur smari
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Semiconductor Devices, J/E by S ¢
Copyright © 2002 John Wiley & Sons. Inc. All ights eserved.

e Pad er notadur po nokkur {joldi af punnum hudum
— varmaoxio
— rafsvarar
— fjolkristalladur kisill
— malmhudir
e Myndin synir pversnid af demigerOum n—rasar MOSFET par sem
\ pessar fjorar mismunadi hudir koma fyrir /
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Semiconducior Devices, 2E by $. M. Sz¢
Copyright © 2002 John Wiky & Sons. Inc. Al ights reserved.

e (attar oxid er oftast varmaoxid

e Rafsvarar eru notadir sem einangrar 4 milli leidara, og sem grimur fyrir

sveim og jonaigredslu
e Fjolkristalladur kisill er notadur sem gatt, og leidari i fjollaga tengjum

e Malmhudir eins og al og silikot eru notad i lagviOnams millitengi,

\ ohmskar snertur eda afridandi Schottky skeyti /
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e Eftir ad ferlinu til a0 mynda MOS eda tviskeytta smara er lokid, er
sérhver flaga & skifunni préfud

e ber flogur sem eru 1 lagi eru tengdar og peim pakkad fyrir lokaprof,

\ sOlu og notkun /
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